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【はじめに】基板と薄膜の 2 層からなる試料では、基板と薄膜の熱膨張係数差により、試料が変

形することが知られている。一方、反応性高周波マグネトロンスパッタ法により作製されるアモ

ルファス窒化炭素薄膜の中に、可視光の広い範囲の波長に対し、体積変形が観測されるものがあ

る [1]。この体積変形は基板がない場合にも生じることから、光が直接起こす変形であることが明

らかとなっているが、基板がある場合には、光熱変換により生じた熱による変形分も無視するこ

とができない。本研究では、アモルファス窒化炭素薄膜の光誘起変形量における光熱効果の影響

を調べることを目的とした。 

【実験方法】アモルファス窒化炭素薄膜は、反応性高周波マグネトロンスパッタ法を用いた作製

した。ターゲットは直径 50.8 mmのグラファイトディスク（純度 99.995%）を使用した。反応ガ

スは窒素ガス（純度 99.9995％）のみを使用した。高周波電力は 13.56 MHz、85 Wとし、基板温

度は 300℃とした。アモルファス窒化炭素薄膜の線熱膨張係数が不明であるため、熱膨張係数の

異なる Si(100)および合成石英の 2種類の基板上に薄膜を作製し、変形量の比較を行った。光誘起

変形の測定は光てこ法を用いた。励起光源には 150 Wの Xeランプを使用した。試料の温度は赤

外線カメラを用いて観測した。 

【結果】短冊形基板の片方を固定し、他端の変形量を測定したところ、光照射前は薄膜側が凸の

状態にたわんでいる。これは、成膜により生じた応力が緩和されたためであると考えられる。次

に Xe ランプからの白色光を照射したところ、試料のたわみ量は減少した。この時、Si 基板上の

アモルファス窒化炭素薄膜（試料 A）の温度上昇は 1 ℃未満であるのに対し、合成石英基板の試

料（試料 B）では平均約 14 ℃であった。総変形量（励起光未照射時と照射時のたわみ量の差）は

試料 Aに対し試料 Bは約 1.7倍大きかった。したがって、基板との熱膨張係数差で生じる熱変形

と光が直接起こす光変形はいずれも収縮であり、熱変形量は光変形量より大きいことが明らかと

なった。 
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